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Bearbeitungsschritte der Schichterzeugung und Strukturierung sind 
identisch bzw. modifiziert:
Schichten: SiO2, Si3N4, poly-Si, Al
Fotolithografie
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Mikromechanik - Herstellung mechanisch beweglicher
Strukturen in Si

Nutzung der sehr guten mechanischen Eigenschaften von Si
- großer Bereich mit elastischer Verformung
- ausgewählte Eigenschaften:

kristallines Si Stahl
Dichte (g/cm 3) 2,32 7,9-8,2
Festigkeit (GPa) 2,8 -6,8 0,5-1,5
Härte 850-1100 660
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Komponenten der Mikrosystemtechnik
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Sensoren in der Mikromechanik
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Bulk Micromachining - BMM Surface Micromachining - SMM
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Integrierter Drucksensor
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Diskreter Drucksensor
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Implantationsmaske, Implantation
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Tiefendiffusion
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Passivierung
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Kristallorientierung
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Ätzraten in KOH:
1,4 µm/min

3,5 nm/min
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Nach RS-Bearbeitung
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